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(54) Title: OPTOELECTRONIC COMPONENT
(54) Bezeichnung : OPTOELEKTRONISCHES BAUTEIL

FIG 1C

(57) Abstract: The invention relates to an optoelectronic component (100), comprising a least one radiation-emitting semicon-
ductor element (1); at least one Converter element (2), which isused to convert the electromagnetic radiation emitted by the semi-
conductor element (1); at least one filter means (3), which comprises filter particles (31) or is formed by the same, wherein the fil-
ter means (3) scatters and/or absorbs at least one predefinable wavelength range of the electromagnetic radiation emitted by the se-
miconductor element (1) more strongly than a wavelength range that is different from the predefined wavelength range, and the
filter particles (31) have adso value, measured in Qo, of at least 0.5 nm to no more than 500 nm and/or the filter particles (31) are
designed at least in some areas in athread-like manner and in athread-like region (31A) have adiameter (D) that isat least 0.5 nm
and no more than 500 nm.

(57) Zusammenfassung:

[ Fortsetzung auf der néchsten Seite]
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Veroffentlicht:
— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

\Y

Eswird ein optoelektronisches Bauteil (100) angegeben, mit - zumindest einem strahlungsemittierenden Halbleiterbauelement (1);
- zumindest einem Konverterelement (2), welches zur Konversion der von dem Halbleiterbauelement (1) emittierten elektroma-
gnetischen Strahlung dient; - zumindest einem Filtermittel (3), welches Filterpartikel (31) umfasst oder mit diesen gebildet ist, wo-
bei - das Filtermittel (3) zumindest einen vorgebbaren Wellenldngenbereich der von dem Halbleiterbauelement (1) emittierten
elektromagnetischen Strahlung stérker streut und/oder absorbiert als einen von dem vorgegebenen Wellenldngenbereich verschie-
denen Wellenldngenbereich, und - die Filterpartikel (31) einen gso-Wert, in go gemessen, von wenigstens 0,5 nm bis héchstens
500 nm und/oder - die Filterpartikel (31) zumindest stellenweise fadenartig ausgebildet sind und in einem fadenartigen Bereich
(31A) einen Durchmesser (D) aufweisen, der wenigstens 0,5 nm und héchstens 500 nm betrégt.
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Beschr ei bung

Opt oel ekt roni sches Bautei |

Es wird ein optoel ektroni sches Bauteil angegeben.

Ei ne zu | dsende Aufgabe besteht darin, ein optoel ektronisches
Bauteil anzugeben, welches elektromagnetische Strahlung in

ei nem vor gebbaren Wl | enl &ngenbereich emttiert.

GenmalR zum ndest einer Ausfuhrungsform des optoel ektroni schen
Bauteils unfasst das Bauteil zum ndest ein

Strahlungsenm tti erendes Hal bl eiterbauel ement. Zum Bei spi el
handelt es sich bei dem Hal bl ei terbauel enent um ei nen
Strahlungsenitti erenden Halbleiterchip. Bei dem
Strahlungsenmttierenden Halbleiterchip kann es sich

bei spi el swei se um ei nen Lum neszenzdi odenchi p handeln. Bei
dem Lumi neszenzdi odenchip kann es sich um einen Leucht- oder
Laserdi odenchi p handeln, der Strahlung im Bereich von
ultraviolettem bis infrarotem Licht emttiert. Vorzugsweise
emttiert der Lum neszenzdi odenchip Licht im sichtbaren oder
ultravioletten Bereich des Spektrums der el ektromagnetischen
Strahlung. Zum Beispiel ist das Strahlungsemttierende

Hal bl ei t er bauel emrent auf einem Tréger, w e zum Beispiel einer
Leiterplatte oder einem Tréagerrahnmen (Leadfrane) ,

auf gebracht. Das Bauteil ist zum Beispiel

oberf | &chennonti er bar

GenmalR zum ndest einer Ausfuhrungsform des optoel ektroni schen
Bauteil s unfasst dieses zum ndest ein Konverterel ement,

wel ches zur Konversion der von dem Hal bl ei t er bauel enent
emttierten elektromagneti schen Strahlung dient.

Bei spi el swei se ist das Konverterelement entlang eines
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Strahl ungsaustrittsweges des optoel ektroni schen Bauteils dem
Hal bl ei t er bauel enent  nachgeordnet. Der Strahlungsaustrittsweg
ist der Weg der elektromagnetischen Strahlung von der

Em ssion durch das Hal bl ei terbauel ement bis zur Auskoppl ung
der el ektromagneti schen Strahlung aus dem Bauteil. Das

zum ndest eine Konverterelenent wandelt Licht einer

Wl | enl &nge in Licht einer anderen Wellenl d&nge um

Bei spi el swei se wandelt das zum ndest eine Konverterel enent
von dem Hal bl ei t erbauel ement primar emttiertes blaues Licht
teilweise in gelbes Licht um das sich zusammen mt dem

bl auen Licht zu weiRem Licht verm schen kann. Das zum ndest
ei ne Konverterelement hat also im Betrieb des

opt oel ektroni schen Bauteils die Funktion eines

Li cht konverters

GemalR zum ndest einer Ausfuhrungsform des optoel ektroni schen
Bauteils unfasst dieses zum ndest ein Filtermttel, welches
Filterparti kel wunfasst oder mt diesem gebildet ist.

Bei spielsweise ist das Filtermttel dem Konverterelenent

entlang des Strahlungsaustrittswegs nachgeordnet.

GemalR zum ndest einer Ausfuhrungsform streut und/oder
absorbiert das Filtermttel =zum ndest einen vorgebbaren

Vel | enl &ngenbereich der von dem Hal bl ei t er bauel enent
emttierten elektromagneti schen Strahlung stéarker als einen
von dem vorgegebenen Wl enl angenbereich verschi edenen

el | enl &ngenber ei ch. Das Filtermttel kann

wel | enl d&ngensel ektiv die von dem Konverterel ement nicht-

konvertierte Strahlung streuen und/oder absorbieren.

GemalR zum ndest einer Ausfuhrungsform weisen die
Filterpartikel einen dgp-Wert, in qgq genessen, von wenigstens

0,5 nm bis hochstens 500 nm bevorzugt weni gstens 10 nm bis
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héchstens 200 nm auf und/oder sind zum ndest stellenweise
fadenartig ausgebildet wund weisen in einem fadenartigen
Bereich einen Durchnmesser auf, der wenigstens 0,5 nm und
hochstens 500 nm betragt. Zum Beispiel betragt der dgp-wWert 1

nm bis 2 nm Dabei handelt es sich bei dem Begriff "dgp" um
ei nen Medi andurchnmesser der Filterpartikel und bei dem
Begriff "qq@" um eine Anzahl verteilungssumme der

Filterpartikel. Beide Begriffe sind durch die Norm |SO 9276-2
"Representation of results of particle-size analysis - part

2: calculation of average particle sizes/dianmeters and
noments from particle-size distributions”™ definiert.
"Fadenartig" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die
Ausdehnung der Filterpartikel in einer

Haupt er streckungsrichtung wesentlich groBRer ist, als der

Durchnesser der Filterpartikel. ., burchmesser" st

bei spi el swei se die Ausdehnung der Filterpartikel in einer

Ri chtung senkrecht zur Haupterstreckungsrichtung. ,Vesentlich
gr6RBer" bedeutet hierbei, dass die Ausdehnung in der

Haupt er st r eckungsri cht ung zum ndest doppelt so gro3 w e der

Durchmesser der Filterpartikel ist.

Es hat sich herausgestellt, dass Filterpartikel mt einer

derartigen Abnmessung es erndglichen, den vorgebbaren

Wl | enl @ngenber ei ch, wel cher von dem Filtermttel starker
gestreut wund/oder absorbiert werden soll, ndglichst genau
ei nzustell en. Insbesondere sind derartige Filterpartikel

besonders daf ir geeignet, sichtbares Licht oder
el ektromagneti sche Strahlung imultravioletten Bereich zu

streuen und/oder zu absorbi eren.

Das hier beschriebene optoelektronische Bauteil beruht dabei
unter anderem auf der Erkenntnis, dass fir eine Verbauung des

opt oel ektroni schen Bauteils beispielswise in Blinklichtern
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und/ oder in Anpeln das optoel ektronische Bauteil in einem
vor gebbaren und ausgewdhl ten Wl |l enl &ngenbereich

el ekt romagneti sche Strahlung emttieren soll.

El ekt romagenti sche Strahlung, welche von einem

Strahlungsem tti erenden Hal bl eiterbauel enent des Bauteils

emttiert wird, wird jedoch lediglich nur teilweise von einem

Konverterel enent des Bauteils in den gewlinschten

Wl | enl &ngenberei ch konvertiert. Zum ndest ein Teil der von
dem strahlungsemttierenden Halbleiterbauelenent emttierten
el ekt romagneti schen Strahlung wird von dem Konverterel enent
nicht konvertiert. Der nicht konvertierte, unerwinschte
Strahl ungsanteil kann sich beim Austritt der

el ekt romagneti schen Strahlung aus dem optoel ektroni schen
Bauteil mt dem konvertierten, erwlinschten Strahlungsanteil
verm schen. Derartiges Mschlicht weist allerdings einen im
Vergl eich zum gewinschten Well enl &ngenbereich verschobenen

Far bort auf.

Vorliegend streut und/oder absorbiert das Filtermttel den
vor gebbaren, beispiel sweise den unerwinschten,

Wl | enl &ngenberei ch aus dem gesanten vom

Strahlungsem tti erenden Hal bl eiterbauelenent emttierten

Wl | enl &ngenbereich heraus, sodass das Filtermttel als ein
"Filter" wirkt. Vorteilhaft emttiert ein derartiges

opt oel ektroni sches Bauteil el ektromagnetische Strahlung nur
im Bereich eines gewinschten Spektruns der

el ekt romagneti schen Strahlung. Insofern kann ein derartiges
opt oel ektroni sches Bauteil vorteilhaft fiur spezielle
Anwendungen, beispielsweise in Blinklichtern und/oder in

Ampel n, Verwendung finden.

Gemall zum ndest einer Ausfuhrungsform unfasst das

Konverterel enent Konverterpartikel oder ist mt diesen
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— 5 —
gebil det und das Hal bl eiterbauel enent i st zum ndest
stell enwei se von einem strahl ungsdurchl assi gen Verguss an
freiliegenden Stellen fornschllssig bedeckt, wobei in den
Verguss die Filterpartikel und die Konverterpartikel
ei ngebracht sind. Das heif3&t, das Material des Vergusses - die
Vergussnasse - steht zum ndest stellenweise in direktem
Kontakt mnit dem strahlungsenittierenden Hal bl ei t er bauel enent .
| nsbesondere sind sowohl die Konverterpartikel als auch die
Filterpartikel zufallig, also nicht deterninistisch, im
Verguss verteilt. "Strahl ungsdurchl assig" bedeutet in diesem
Zusamenhang, dass der Fornkérper wenigstens zu 80 %,

bevorzugt zu nehr als 90 % fir el ektronagnetische St rahl ung

durchl assig ist.

Gendl3 zum ndest einer Ausfihrungsform des optoel ektroni schen
Bauteils ist das Filtermttel in einer Abstrahlrichtung des
Hal bl ei t er bauel enent s dem Konverterel emrent nachgeordnet und
steht mt diesem in zumindest nittelbarem Kontakt. Zum

Bei spiel handelt es sich bei dem Filtermttel um ein

optisches Elenent, w e zum Beispiel eine Linse oder eine

Abdeckplatte . Das optische Elenent kann dann direkt auf eine
dem strahlungsemtti erenden Hal bl ei t er bauel enent abgewandt e
AuBenfl ache des Konverterel enents auf gebr acht, bei spi el swei se

auf gekl ebt  sein.

Genmdl3 zum ndest einer Ausfihrungsform des optoel ektroni schen
Bauteils sind die Filterpartikel mt zunmindest einem der
Materialien oder nit zum ndest einer chem schen Verbindung

der Materialien Cd, Td, Si, Ag, Au, Fe, Pt, N, Se, s, S1Q2,
T102, Al203, Fe2C3, Fe304, ZnO gebildet. Gundsatzlich kommen
noch weitere Halbleitermaterialien oder Metalle fiur die
Filterpartikel in Betracht. Ebenso koénnen die Filterpartikel

mt einem dielektrischen Material gebildet sein. Es kdnnen



WO 2012/001059 PCT/EP2011/060931

Hal bl eitermaterialien Verwendung finden, deren Bandl Gicke

bei spi el swei se durch die Partikel groBe, zum Beispiel durch
den dgp-wert der Partikel wund/oder deren Durchmesser,

i ndi viduell an die gewinschten Streu und/oder

Absor ptionsei genschaften der Filterpartikel, eingestellt
werden kann. Weiter konnen Metalle Verwendung finden, die
nach ihrer fir die Streu- und/ oder die

Absor pti onsei genschaften rel evanten Pl asnonenr esonanz
ausgewdhlt sind. Es konnte gezeigt werden, dass mttels
derartiger Materialien gebildete Filterpartikel ein besonders
enges Absorptionsspektrum i nsbesondere im ultravioletten
und/ oder sichtbaren Bereichs des Spektrum el ektromagneti scher
Strahl ung aufweisen. Dadurch kann der vorgegebene,
unerwinschte Wel Il enl d&ngenbereich mttels der Filterpartikel
besonders genau angesteuert werden, wodurch ndglichst wenig
des gewlnschten Wellenl &ngebereichs absorbiert und/ oder
gestreut wird. Mt anderen Wrten weisen die mttels
derartiger Materialien gebildeten Filterpartikel eine eng
definierte Plasnonenresonanz auf. Zudem sind derartige
Filterpartikel besonders einfach aus chem schen Synthesen
herstellbar. Witer sind die mt derartigen Materialien
gebildeten Filterpartikel tenperaturstabil, wodurch wéihrend
des Betriebs des optoel ektronischen Bauteils weder eine
Absor ptions- und/oder Streuverschi ebung noch andere

Al terungserschei nungen der Filterpartikel auftreten. Ferner
erndglichen diese Filterpartikel ein einfaches Aufbringen
(auch Prozessieren) , zum Beispiel auf das Konverterel enent,

da die Filterpartikel zum Aufbringen in LOsung vorliegen.

GemalR zum ndest einer Ausfihrungsform unfassen die
Filterpartikel einen Kern, der mt einem ersten Mterial
gebildet ist, wobei der Kern mt einer Hille zum ndest

stell enwei se ummantelt ist, wobei die Hille mt einem zweiten
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Material gebildet ist und mt dem Kern in direktem Kontakt
steht. Mt anderen Wrten sind die Filterpartikel dann durch
ei ne Konposit-Struktur gebildet. Mt derartig ausgestalteten
Filterpartikeln ist es vorteilhaft ndglich, die optischen
Absorptions- und/oder Streueigenschaften der einzelnen
Materialien in einem einzelnen Filterpartikel mteinander zu
kombi nieren und auf die jeweiligen Bediurfnisse des Benutzers

abzusti mren .

GemalR zum ndest einer Ausfihrungsform ist der Kern mt S1Q2
als das erste Material wund die Hille mt Au und/ oder Ag als
das zweite Material gebildet. Es hat sich herausgestellt,

dass mit derartigen Materialien gebildete Filterpartikel der
Absorptions- und/oder Streubereich besonders eng begrenzt und

genau eingestellt werden kann.

Denkbar ist auch, dass die Hille mt einer Mhrzahl von

ei nzel nen Schichten gebildet ist, die ausgehend vom Kern in
Richtung weg vom Kern in einer vorgebbaren Reihenfolge

auf ei nander folgen. Zum Beispiel ist die Schichtenfolge
ausgehend vom Kern in Richtung weg vom Kern durch die
Schichtenfolge Au, Si02 Ag, gebildet. Zum Beispiel ist der
Kern dann mt S1Q2 gebil det.

Ferner ist denkbar, dass der Ubergang vom Kern in die Hille
graduell ist. Das heif3t, dass sich zw schen dem Kern und der
Hil | e eine Ubergangszone ausbilden kann, in der sich beide
anei nander angrenzende Materialien, das des Kerns und das der
Hill e, befinden. Der Kern und die Hiulle koénnen dann in dieser
Uber ganszone nicht scharf voneinander abgegrenzt werden und
gehen in der Ubergangszone bei spiel sweise gleichniRig

i nei nander Uber.
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GemalR zum ndest einer Ausfuhrungsform emttiert das
Bauel enent el ektromagneti sche Strahlung, welches auf einer

Spektral farblinie einer CIE-Nornf arbtaf el liegt. Vorteil haft

ist ein derartiges Bauteil fur spezielle Anwendungen
geeignet, in denen durch spezifische Anforderungen an das
Bauteil lediglich eine Spektralfarbe zur Anwendung kommt oder

emttiert werden darf.

GemalR zum ndest einer Ausfuhrungsform des optoel ektroni schen
Bauteils wunterscheiden sich Farbkoordinaten C, und Cy der von
dem Hal bl ei t erbauel emrent emttierten elektromagnetischen
Strahl ung von den Farbkoordi naten der von dem Bauteil
emittierten elektromagnetischen Strahlung um jeweils

zum ndest 0,005. Nach der Konversion der von dem
Strahlungsem tti erenden Hal bl ei terbauel enent enmittierten

el ekt romagneti schen Strahlung durch das Konverterel ement

i egen die Farbkoordinaten der von dem Konverterel enent
reemttierten zusammen mt der nicht-konvertierten Strahlung
i nnerhalb des Farbrauns auf einer Flache, welche durch die
Spektral farblinie der C E-Nornf arbtaf el unrandet und

ei ngeschl ossen ist. Mt anderen Wrten handelt es sich bei

di eser el ektromagneti schen Strahlung um M schlicht. Wrd nun
durch das Filtermttel elektromagnetische Strahlung eines
vor gebbaren Wel |l enl &ngenbereichs heraus selektiert, so kann
die von einem derartigen Wellenl d&ngenbereich "befreite”

el ektromagneti sche Strahlung eine Spektralfarbe sein. Mt
anderen Wrten bewirkt das Filtermittel eine Verschiebung der
Far bkoor di naten um zuni ndest 0,005 auf einen Farbort einer
Spektral farbe, welche auf der Spektralfarblinie der C E-
Nornf arbtaf el liegt. Beispielswise betréagt die Verschiebung

hochstens 0, 01.
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GemalR zum ndest einer Ausfihrungsform sind die Filterpartikel
mt Au gebildet und weisen einen dgp-Wert, in gq genessen,
von wenigstens 1 nm bis hoéchstens 200 nm bevorzugt

weni gstens 10 nm bis héchstens 160 nm auf, wobei das
Filtermttel elektromagnetische Strahlung im Wellenbereich
von zum ndest 530 nm bis héchstens 770 nm stéarker streut

und/ oder absorbiert als einen davon verschi edenen

Vel | enl angenber ei ch. Bei spi el sweise emttiert das

Hal bl ei t er bauel enent grines Licht, welches von dem
Konverterelenent teilweise in rotes Licht konvertiert wrd.
Mttels der Filterpartikel kann das vom Konverterel enent

ni cht konvertierte, grune Licht gestreut und/ oder absorbiert
werden. Optoel ektroni sche Hal bl eiterbauel enente wel che grines
Licht emttieren sind vorteilhaft mt einer geringeren

Betri ebsspannung betrei bbar, was zu einem kostenglnstigeren

Betrieb des optoel ektronischen Bauteils fuhren kann.

GemalR zum ndest einer Ausfihrungsform sind die Filterpartikel
mt Ag gebildet und weisen einen dgp-Wert, in gq genmessen,
von wenigstens 1 nm bis héchstens 200 nm bevorzugt

weni gstens 20 nm bis héchstens 80 nm auf, wobei das
Filtermttel elektromagnetische Strahlung im Wellenbereich
von zum ndest 430 nm bis héchstens 490 nm stéarker streut

und/ oder absorbiert als einen davon verschi edenen

Vel | enl angenber ei ch. Zum Bei spiel handelt es sich bei dem von
dem Filtermittel absorbierten und/oder gestreuten

Vel | enl angenbereich um blaues Licht. Die von dem Bauteil
emttierte elektromagnetische Strahlung kann dann frei von

dem bl auen Licht sein.

Ebenso ist denkbar, dass das Hal bl eiterbauel enent
ultraviolette Strahlung, zum Beispiel im nah-ultravioletten

Bereich, emttiert. Zum Beispiel weist das Konverterel ement
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zum ndest zwei, beispielsweise drei, unterschiedliche
Konversionsstoffe auf, mt denen die Konverterpartikel

jeweils gebildet sind. Zum Beispiel konvertieren die
Konverterparti kel , die mt einem ersten Konversionsst off

gebil det sind, die vom Strahlungsemttierenden

Hal bl ei t erbauel ement emittierte ultraviolette Strahlung
teilweise in rotes Licht und die beiden anderen
Konverterpartikel, welche mt jeweils einem anderen

Konversi onsstoff gebildet sind, die vom

Strahlungsem tti erenden Hal bl ei t erbauel ement emttierte
ultraviolette Strahlung teilweise in blaues und grines Licht.
Rotes, blaues und grunes Licht koénnen sich dann zu wei Bem
Licht verm schen. Von dem Konverterelement wrd jedoch nur
teilweise die ultraviolette Strahlung in weiRBes Licht
konvertiert. Der von dem Konverterelement nicht konvertierte
Anteil der ultravioletten elektromagnetischen Strahlung kann
bei spi el sweise in das nenschliche Auge eines Betrachters des
Bauteils treffen und dort aufgrund seiner Kurzwelligkeit
Schadi gungen im Auge des Betrachters hervorrufen. Vorteilhaft
absorbiert und/oder streut das Filtermttel nun selektiv den
unerwinschten, ultravioletten Strahlungsanteil her aus, sodass
das optoel ektroni sche Bauteil lediglich weifes Licht

emttiert, welches fiur das nenschliche Auge ungeféhrlich ist.

Es wird daruber hinaus ein Blinklicht angegeben.

GemalR zum ndest einer Ausfuhrungsform unfasst das Blinklicht
ein optoel ektroni sches Bauteil w e es in einer oder nehrere
der hier beschriebenen Ausfihrungsfornen beschrieben ist. Das
hei Bt, die fiur das hier beschriebene optoelektronische

Bautei|l aufgefuhrten Merkmale sind auch fir das hier

beschri ebene Blinklicht offenbart.
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GemalR zum ndest einer Ausfuhrungsform wunfasst das Blinklicht
ei ne Projektionsflache, auf welche die aus dem

opt oel ektroni schen Bauteil ausgekoppelte el ektromagnetische
Strahlung trifft. Zum Beispiel handelt es sich bei der

Proj ektionsfl ache um einen zum ndest teilweise

strahl ungsdurchl &ssigen  Schirm Beispiel sweise ist dieser
Schirm dann in eine Reflexions- und/oder

St r ahl ungsauskoppel ei nri cht ung integriert. Emttiert das
Strahl ungsenm tti erende Hal bl ei t er bauel emrent bl aues Licht, zum
Bei spiel bei einer Wllenlange von 440 nm wrd vom
Konverterelement nur ein Teil des blauen Lichts in zum

Bei spi el oranges oder gelbes Licht konvertiert. Denkbar ist,
dass etwa 1 bis 10 %, zum Beispiel 1 bis 5 %, des von dem
Strahl ungsem ttierenden Hal bl ei t er bauel enent emttierten

bl auen Lichts nicht vom Konverterel ement konvertiert wrd.
Vorteil haft streut und/oder absorbiert das Filtermttel das
nicht konvertierte, unerwinschte blaue Licht, sodass das

opt oel ektroni sche Bauteil lediglich das von dem

Konverterel ement zu orangen oder gelben Licht konvertierte
Licht emttiert. Dieses konvertierte Licht kann dann auf die
Proj ektionsfl ache treffen und von dieser zum ndest teilweise
aus dem Blinklicht ausgekoppelt werden. Durch die
Filtereigenschaft des Filtermttels konnen je nach Vorgabe
oder Anwendung, die speziellen Spezifikationsanforderungen an

das Blinklicht individuell eingestellt werden.

Im Fol genden wird das hier beschriebene optoelektronische
Bauteil sowie das hier beschriebene Blinklicht anhand von
Ausf Ghrungsbei spielen und den dazugehdrigen Figuren néaher

erl autert.
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Die Figuren 1A bis 1D zeigen in schematischen Seitenansichten
Ausf Uhrungsbei spiele eines hier beschriebenen
opt oel ekt roni schen Bauteils.

Die Figuren 2A bis 2D zeigen einzelne Strahlungsnmesskurven.

Die Figuren 3A bis 3C zeigen in schematischen
Schni ttdarstell ungen verschi edene
Ausf Uhrungsbei spiele der hier beschriebenen

Filterpartikel

Die Figuren 4A und 4B zeigen in schematischen Seitenansichten
ei n Ausf uhrungsbei spiel eines hier beschriebenen
Bl inklichts .

In den Ausfuhrungsbeispielen wund den Figuren sind gleiche
oder gleich wrkende Bestandteile jeweils mt den gleichen
Bezugszei chen versehen. Die dargestellten Elenente sind nicht
al s mal3st absgerecht anzusehen, vielnmehr koénnen einzel ne

El emente zum besseren Verstandnis dbertrieben grof3

dargestellt sein.

In der Figur 1A ist anhand einer schematischen Seitenansicht
ein hier beschriebenes optoelektronisches Bauteil 100 mt

ei nem strahlungsem tti erenden Halbleiterbauel emrent 1 gezeigt.
Vorliegend handelt es sich bei dem strahlungsemttierenden

Hal bl ei t erbauel ement 1 um einen strahlungsem ttierenden

Hal bl ei terchip, der blaues Licht bei einer Wllenl&nge von
440 nmemttiert. Auf eine Strahlungsaustrittsflache 11 des
Hal bl ei t erbauel ements 1 ist ein Konverterelenment 2

auf gekl ebt. 1In das Konverterelement 2 sind Konverterpartikel
21 zur Konversion des von dem Hal bl eiterbauel enent 1

emttierten Lichts eingebracht.
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Das Filtermttel 3 steht nicht in direktem Kontakt mt dem
Konverterel enent 2, sondern ist von dem Konverterel enent 2
beabst andet angeordnet und dem Konverterelement 2 in
Abstrahlrichtung 45 nachgeordnet. FErkennbar ist, dass die aus
dem Konverterel enent 2 austretende Strahlung sich aus einem
gewinschten, von dem Konvert erel enment 2 konvertierten,

Wl | enl @ngenbereich 4 und ei nem unerwinschten, von dem
Konvert er el enent 2 ni cht-konvertierten, Wl | enl @ngenber ei ch
41 zusammensetzt. Vorliegend handelt es sich bei dem
unerwinschten Wel | enl a&ngenbereich 41 um das von dem
Konverterelement 2 nicht vollsténdig konvertierte blaue
Licht, wobei etwa 10 % des von dem Strahlungsemittierenden

Hal bl ei t er bauel enent 1 emittierten blauen Lichts nicht durch

das Konverterel enent 2 konvertiert wrd.

Weiter ist eine dem Konverterelenment 2 abgewandte Aullenfl &che
des Filtermttels 3 linsenférm g ausgebildet, wodurch

vorteil haft eine Strahlungsauskoppel effizienz des

opt oel ektroni schen Bauteils 100 erhoht wird. Ferner ist in
der Figur 1A erkennbar, dass das Filtermttel 3 den
unerwinschten Wl enl @ngenbereich 41, also das blaue Licht,
absorbiert, sodass aus dem optoel ektronischen Bauteil 100

| ediglich noch der erwinschte Wellenlangenbereich 4, zum

Bei spi el oranges Licht, ausgekoppelt wrd.

Das Filtermttel 3 kann nmit einem Epoxid, einem Silikon,
einer Mschung aus Silikon und Epoxid oder einem
transparenten Keram kmaterial gebildet sein. |In das
Filtermttel 3 sind Filterpart ikel 31 gemdl3 einer der obig
genannt en Ausf idhrungsformen eingebracht . Das Filtermttel 3
kann auch mit einem anderen Kunststof fraterial , zum Bei spi el

PMVA, gebil det sein.
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Ebenso ist denkbar, dass Filterpartikel 31 zu ei nem
Mengenanteil aus Silber und zu einem weiteren Mengenanteil

aus CGold bestehen. Insofern kann mttels einer derartigen

M schung vorteilhaft der unerwinschte Wellenlangenbereich 41

i ndi viduell eingestellt werden.

Die Figur 1B zeigt ein weiteres Ausfuhrungsbeispi el ei nes

hi er beschriebenen optoel ektronischen Bauteils 100, bei dem
im Unterschied zu der Figur 1A das Filtermttel 3 in direktem
Kontakt mt dem Konverterelenent 2 steht. Beispielsweise ist
dazu das Konverterelenment 2 auf eine Aulenflache 22 des
Konverterel ements 2 aufgeklebt oder mittels Siebdruck oder

Rakel n auf gebracht.

In der Figur I1C ist in einer schematischen Seitenansicht
dargestellt, we ein strahlungsdurchl assiger Verguss 5 sowohl
das Strahlungsenmittierende Hal bl eiterbauel emrent 1 als auch
das Konverterelement 2, vorliegend ein Plattchen oder eine
Folie, an allen freiliegenden Stellen fornschlissig bedeckt.
In den Verguss 5 sind die Filterpartikel 31 eingebracht.
Vorliegend bilden also die Filterpartikel 31 das Filternmttel

3.

In der Figur 1D bilden, im Vergleich zu dem in Figur IC
dargestellten optoel ektroni schen Bauteil 100,

Konverterparti kel 21 das Konverterelenent 2. Mt anderen
Wrten ist in Figur 1D auf die pléattchen- oder folienartige

Ausformung des Konverterelements 2 verzichtet.

Dazu sind die Konverterpartikel 21 zusammen mt den
Filterpartikeln 31 in den Verguss 5 eingebracht. Sowohl die

Konverterparti kel 21 als auch die Filterpartikel 31 sind in
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dem Fornkorper 5 zufallig, das heil3t nicht determnistisch,

verteilt

In der Figur 2A ist eine Intensitatsverteilung der aus dem
Konverterel ement 2 austretenden el ektromagneti schen Strahlung
i n Abhéngi gkeit der Wellenlange dargestellt, wobei die

physi kal i sche Einheit der Intensitatsverteilung auf eins
normert ist. Erkennbar ist, dass die aus dem
Konverterelement 2 austretende el ektromagneti sche Strahl ung
zwei Maxima bei 430 nm und bei 600 nm aufweist. Vorliegend
handelt es sich bei dem Ausschlag Pl um blaues Licht und bei
dem Ausschlag P2 um oranges Licht. Mt anderen Wirten tritt
aus dem Konvert erel enent 2 Mschlicht aus, welches sich aus
dem orangen Licht und dem blauen Licht zusanmenset zt.
Vorliegend werden 11 % des von dem Strahlungsem ttierenden
Hal bl ei t er bauel enents 1 enmittierten blauen Lichts nicht von
dem Konverterelenent in oranges Licht konvertiert. Mt
anderen Wirten weist das Mschlicht den unerwinschten

Vel | enl angenbereich des blauen Lichts bei 430 nm auf.

Die Figur 2B zeigt auf einer CIE-Nornf arbtaf el F jeweilige

Far bkoordinaten Cy und C, des Farbpunkts Q2 des aus dem
Konverterelement 2 austretenden Lichts und einen Farbpunkt Q2
des von dem optoel ektroni schen Bauteil 100 emittierten

Li chts, wobei durch das Filtermttel 3 bereits der
unerwinschte Wl enl @&ngenbereich 41, also das blaue Licht,

herausgefiltert ist.

Ferner ist in der Figur 2B eine Spektralfarblinie S
dargestellt, auf der sich der Farbpunkt Qp befindet.
Er kennbar ist in der Figur 2B der Einfluss der

Far bortverschiebung des Filtermttels 3. Vorliegend

verschi eben sich die Farbkoordinaten C, und C, des Farbpunkts
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Q2 in Richtung der Farbkoordinaten des Farborts Qp. Dabei
betragt die jeweilige Verschiebung in der C -Koordinate 0,07
und in der Cy-Koordinate 0,1. Mttels des Filtermttels 3
kann al so die Farbortkoordinate des optoel ektronischen

Bauteils 100 beispielsweise innerhalb des Bereichs Bl von dem
Punkt Q2 auf den Punkt Q.. welcher auf der Spektralfarblinie

S liegt, verschoben werden. Mt anderen Wrten durchkreuzt

ei ne Farbortverschi ebung ausgehend von dem Punkt Q in

Richtung des Punkts Q2 eine Schwarzké6rperkurve 101.

In der Figur 2C ist ein Absorptionsstreuquerschnitt des
Filtermttels 3 in Abhangigkeit der auf das Filtermttel 3
ei ngestrahlten Wellenl ange dargestellt. Die einzel nen
Messkurven 6, 7, 8, 9 und 10 entsprechen den jeweiligen dgg-
Werten der kugelformgen Filterpartikel 31 von 90 nm 70 nm
50 nm 30 nmund 10 nm Die physikalische Einheit des

Absor pti onsstreuquerschnitts der Kurven 6, 7, 8, 9 und 10 ,
ist auf eins normert. Vorliegend sind die Filterpartikel 31
mt Ag gebildet und in ein Material eingebracht, welches

ei nen Brechungsindex von 1,5 aufweist. Zum Beispiel handelt
es sich bei dem Material um die Fornkorpermasse des
Fornkorpers 5 gemdl3 den Ausfuhrungsbei spielen der Figuren IC
und ID. Bei einer Wllenl&nge von 430 nm also innerhalb des
Wl | enl angenberei chs blauen Lichts, weist die Kurve 6 den
hochsten Absorptionsstreuquerschnitt auf. Mt anderen Wrten
kann el ektromagneti sche Strahlung von 430 nm besonders
effektiv von dem Filtermttel 3 absorbiert werden, wenn in
das Filtermttel 3 Filterpartikel 31 mt einem dgpg-Wert von

90 nm ei ngebracht sind.

In der Figur 2D sind die entsprechenden Kurven 6, 7, 8, 9 und
10 fur den Streuquerschnitt in Abhéngigkeit der Wellenl &nge

dargestellt. Wederum ist erkennbar, dass bei einer
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Wl |l enl ange von 430 nm die Kurve 6 den hodchsten
Streuquerschnitt aufweist. Ferner ist erkennbar, dass der
Streuquerschnitt der Kurve 6 bei einer Wllenld&nge von 430 nm
etwa doppelt so grof3 ist wie der Streuquerschnitt der Kurve 7
bei einer derartigen Wellenlange. Ebenso ist erkennbar, dass
auch der Streuquerschnitt der Kurve 8 etwa die Hilfte des
Streuquerschnitts der Kurve 7 beziehungsweise etwa ein
Viertel des Streuquerschnitts der Kurve 6 betragt. Wederum
wei sen die Kurven 9 und 10 die jeweils niedrigsten
Streuquerschnitte auf, wobei erkennbar ist, dass die beiden

Streuquerschnitte der Kurven 9 und 10 sich nahezu uUberl agern.

Insofern zeigt die Kurve 6 die hbdchsten Absorptions- und
Streuei genschaften, wodurch die elektromagneti sche Strahlung
der Wellenldnge 430 nm also das blaue Licht, besonders
effektiv mt Partikel mt einem dgp-Wert von 90 nm

herausgefiltert werden kann.

Fir techni sche Anwendungen des optoel ektronischen Bauteils
kann es vorteilhaft sein, nbglichst viel des blauen Lichts zu
absorbieren und nmbglichst wenig des blauen Lichts zu streuen.
In Frage kann dann eine nengenanteilige M schung

verschi edener Filterpartikel aus verschi edenen G 6Ren

und/ oder Materialien komen. Mt anderen Wrten konnen die
Absorptions- und die Streueigenschaften mttels der

Filterpartikel 31 des Filtermttels 3 eingestellt werden.

Fir die Kurve 6 gilt das Geiche in Bezug auf ein
Herausfiltern von dem Strahl ungsem ttierenden

Hal bl ei t er bauel enent 1 emittierter wultravioletter Strahlung.
Den Kurven der Figuren 2C und 2D ist entnehnmbar, dass auch
die Kurve 6 die hochsten Absorptions- wund Streueigenschaften

in Bezug auf ultraviolette Strahlung zeigt. Insofern konnen
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vorteil haft Schéadi gungen des nenschlichen Auges eines
Betrachters des optoel ektronischen Bauteils 100 verm eden
werden, da der von dem optoel ektroni schen Bauteil 100

emttierte Anteil wultravioletter Strahlung mnimert ist.

Die Figur 3A zeigt in einer schematischen Schnittdarstellung
Filterpartikel 31, welche mt einem Kern 311 gebildet sind,
der vollstadndig von einer Hulle 312 ummantelt ist, wobei die
Hille 312 in direktem Kontakt mt dem Kern 311 steht. Der
Kern 311 ist vorliegend mt Siliziundioxid gebildet, wobei
die Hulle 312 mt Au gebildet ist. Derartige Filterpartikel
31 bilden Conposite-Partikel , durch die die Absorptions -
und/ oder Streuei genschaften der einzelnen Materialien

m tei nander konbiniert in einem Filterpartikel 31

zusamengef asst werden koénnen.

In der Figur 3B sind in einer schematischen

Schnittdarstellung Filterpartikel 31 dargestellt, die

vol I standig fadenartig ausgebildet ist. Die Filterpartikel 31
wei sen einen Durchnmesser D auf, der wenigstens 0,5 nm und
hochstens 500 nm zum Beispiel 1 nm betragt. Ei ne Ausdehnung
der Filterpartikel 31 in einer Haupterstreckungsrichtung LH
betragt vorliegend wenigstens das doppelte des Durchnessers

D, beispielsweise einen MIlineter oder nehr. Zum Bei spiel

sind die Filterpartikel 31 mit Au gebildet.

In der Figur 3C ist in einer schematischen Schnittdarstellung
eine weitere Ausfihrungsform der Filterpartikel 31
dargestellt. Die Filterpartikel 31 sind jeweils mt einem
fadenartigen 31A und einem kugelartigen Bereich 31B gebil det.
Bei spi el wei se handelt es sich bei dem fadenartigen Bereich
31A um die bereits in der Figur 3B beschriebenen

Filterpartikel 31. Beispielswise weist der kugelartige
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Bereich 31B einen dgqo-Vert von 1 nm oder nehr auf. Aus der
Figur 3C ist erkennbar, dass die Filterpartikel 31 hantel-
oder rasseiform g aufgebaut ist. Der fadenartige Bereich 31A
kann mit Au und der Kkugelartige Bereich 31B mt Ag gebil det

sein.

Denkbar ist auch, dass die Filterpartikel 31 mt nehreren
fadenartigen Bereichen 31A und/oder kugelartigen Bereichen
31B gebildet sind. Mt derartigen Bereichen gebildete
Filterpartikel 31 koénnen dann dreidi nensionale Strukturen
ausbi |l den. Denkbar ist, dass die Filterpartikel 31 in Form
ei nes Netzwerks aufgebaut sind, in deren Knotenpunkten die
kugel arti gen Bereiche 31B angeordnet sein kdnnen. Zum
Beispiel sind die Filterpartikel 31 pyram den- oder
tetraederf 0rm g ausgebildet. In den Ecken einer derartigen
drei di nensional en  Struktur konnen die kugelartigen Bereiche
31B angeordnet sein, wobei die fadenartigen Bereiche 31A
zwi schen den kugel f6rm gen Bereichen 31B angeordnet sind und
die kugelartigen Bereiche 31B miteinander verbinden kdnnen.
Die fadenartigen Bereiche 31A konnen dann Seitenkanten der

drei di nensi onal en Struktur ausbil den.

Ferner konnen die einzelnen Filterpartikel 31 zum ndest
stell enwei se durch eine gewundene Struktur mt zum ndest
ei ner Hauptachse gebildet sein. Beispielswise sind die

Filterpartikel 31 in Form einer Helix ausgebildet.

Die Figuren 4A und 4B zeigen in schematischen Seitenansichten

ein hier beschriebenes Blinklicht 200.

Das optoel ektroni sche Bauteil 100, zum Beispiel gemal3 einer
der Ausfihrungsfornen der Figuren IC oder 1D, emttiert

el ektromagneti sche Strahlung des erwinschten
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Vel | enl &ngenbereichs 4 in Richtung einer Projektionsflache
201. Bei dem erwinschten Wellenl d&ngenbereich 4 handelt es
sich um oranges Licht. Das Strahlungsemttierende

Hal bl ei t er bauel enent 1 emttiert blaues Licht bei einer

Wl |l enl @&hge von 440 nm Bei dem Konverterelenent 2 handelt es

sich um einen (Sr, Ba) 2Si 5N8- oder um ei nen Ca-al pha-Si A1ON-
Konverter, der das blaue Licht teilweise in oranges Licht
umvandel t. Etwa 10 % des von dem Strahlungsem ttierenden

Hal bl ei t er bauel enment 1 emittierten blauen Lichts werden nicht
vom Konverterel ement 2 konvertiert. Das nicht-konvertierte

bl aue Licht wird durch die mt Ag gebildeten Filterpartikel
31 mit einem dgp-Wert, in qgqg gemessen, von 30 nm absorbiert,
sodass die von dem optoel ektroni schen Bauteil 100 emttierte

Strahlung frei von dem blauen Licht ist.

Zum Beispiel ist die Projektionsflache 201 mit einem d as
oder einem strahlungsdurchl assigen Kunststoff gebildet. Die
aus dem Strahlungsem ttierenden Hal bl ei terbauel ement 1
emttierte elektromagnetische Strahlung w rd zum ndest
teilweise uber die Projektionsflache 201 aus dem Blinklicht
ausgekoppel t. Sowohl das optoel ektronische Bauteil 100 als
auch die Projektionsfléache 201 sind in einer R chtung quer
zur Strahlungsaustrittsrichtung 45 von zum ndest einem

Ref | ekti onskoérper 202 berandet, wobei der Ref|ektionskorper
202 auf ihn auftreffende elektromagnetische Strahlung

zum ndest teilweise in R chtung der Projektionsflache 201

| enkt .

In der Figur 4B ist das Blinklicht 200 in Richtung ausgehend
von der Projektionsfléache 201 hin zum optoel ektroni schen
Bauteil 100, also entgegen der Strahlungsaustrittsrichtung

45, gezeigt. Gestrichelt dargestellt ist w ederum das
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opt oel ektroni sche Bauteil 100, welches von der

Proj ektionsfl &che 201 verdeckt ist.

Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der

Ausf Uhrungsbei spi el e beschrankt. Vielnehr erfasst die
Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Konbination von

Mer kmal en, was insbesondere jede Konbination von Merkmalen in
den Patentansprichen beinhaltet, auch wenn dieses Merknal

oder diese Konbination selbst nicht explizit in den

Pat ent ansprichen oder dem Ausf Uhrungsbei spi el angegeben ist.

Di ese Patentannel dung beansprucht die Prioritat der deutschen
Pat ent annel dung 102010025608. 0, deren O fenbarungsgehalt

hiermt durch Rickbezug aufgenomen wird.
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Pat ent anspr tiche

1. Optoel ektroni sches Baut ei | (100), mt

- zum ndest einem strahlungsenittierenden

Hal bl ei t er bauel enent (1);

- zum ndest ei nem Konverterel enent (2), welches zur

Konversi on der von dem Hal bl ei t er bauel enent (1) emttierten
el ekt romagnet i schen Strahlung dient;

- zumndest einem Filtermttel (3) , welches Filterpartikel
(31) wunfasst oder mt diesen gebildet ist, wobei

- das Filtermttel (3) zumi ndest einen vorgebbaren

Wl | enl @ngenber ei ch der von dem Hal bl ei t er bauel enent (1)
enmttierten elektronmagnetischen Strahlung starker streut
und/ oder absorbiert als einen von dem vorgegebenen

Wl | enl @ngenber ei ch verschi edenen VWl | enl &ngenberei ch, und
- die Filterpartikel (31) einen dgp-Wert, in qqg genmessen, von
wenigstens 0,5 nm bis hoéchstens 500 nm aufweisen und/oder

- die Filterpartikel (31) zumi ndest stellenweise fadenartig
ausgebildet sind und in einem fadenartigen Bereich (31A)

ei nen Durchnesser (p aufweisen, der wenigstens 0,5 nm und

héchstens 500 nm betréagt.

2. Optoel ektroni sches Bauteil (100) nach Anspruch 1,

bei dem das Konverterel enent (2) Konverterpartikel (21)
unfasst oder mt diesen gebildet ist und das

Hal bl ei t er bauel enment (1) zumnm ndest stellenweise von einem
st rahl ungsdur chl dssi gen Verguss an freiliegenden Stellen
fornmschl Ussig bedeckt ist, wobei in den Verguss die
Filterpartikel (31) und die Konverterpartikel (21)

ei ngebracht sind.

3. Optoel ektroni sches Bauteil (100) nach Anspruch 1 oder 2,
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bei dem das Filtermttel (3) in einer
Hal bl ei t er bauel enent s (1) dem Konverterel emrent

nachgeor dnet i st

Kont akt steht.

4 . Optoel ektroni sches

vor her gehenden

und mt

Baut ei |

Anspr liche, bei

zum ndest ei nem der

ei ner chem sche

gebi |l det  si nd:

n Ver bi ndung

Cdn

T102, Al208, Fe2Us3,

5. Optoel ektroni sches

vor her gehenden

bei dem die Filterpartike

der mt einem ersten

(311) mit einer

f ol genden

Td,

Fe3W

Si, Ag,

Baut ei |

Anspr liche,

Hal |

e

ist, wobei die Hulle

gebildet ist und nmt

st eht .

6. Optoel ektronisches

Anspr uch,

bei dem der Kern (3

die Hille (312)

gebil det ist.

m t

11)

Au und/ oder

7 . Optoel ektroni sches

vor her gehenden

Mat eri al

(312) zum ndest

(312) mt

dem Kern

Baut ei |

mt S1O2 als das erste Material

Baut ei |

Anspr liche,

bei dem das Bauteil

emttiert, welches

Nor nf ar bt af el

liegt.

(100)

auf

ei ner

di esem in zum ndest

(100) nach einem der

dem die Filterpartikel

PCT/EP2011/060931

Abstrahl ri chtung

(2)

mttel barem

Materialien oder mt

Au, Fe, Pt, N,

Zn0O.

(100) nach einem der

(31) einen Kern (3

Se,

11) unfassen,

gebil det ist, wobei

ei nem zweiten

stel | enwei se

(31)

des

m t

zum ndest

der folgenden Materialien

s, S1Q2,

der Kern

unmant el t

Mat eri al

(311) in direktem Kontakt

(100) nach dem vorhergehenden

(100) nach einem der

el ekt romagnet i sche

Spektral farblinie

Ag als das zweite Material

St rahl ung

(9

ei ner

und

Cl E-
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8. Optoel ektroni sches Baut ei | (100) nach einem der

vor hergehenden  Anspriche,

bei dem sich Farbortkoordinaten C, und Cy der von dem

Hal bl ei t er bauel enent (1) emttierten el ektromagnetischen
Strahlung von den Farbortkoordi naten der von dem Bauteil
(100) enmittierten elektronmagnetischen Strahlung um jeweils

zum ndest 0, 005 unterschei den.

9. Optoel ektroni sches Baut ei | (100) nach einem der

vor hergehenden  Anspr iche,

bei dem die Filterpartikel mt Au gebildet sind und einen
dgp-Wert, in gq gemessen, von wenigstens 1 nm bis hochstens
200 nm aufweisen, wobei das Filtermttel (3)

el ekt romagneti sche Strahlung im Wellenbereich von zum ndest
530 nm bis héchstens 770 nm stéarker streut und/oder

absorbiert als einen davon verschi edenen Wl I enl d&ngenbereich.

10. Optoel ektroni sches Baut ei | (100) nach einem der

vor hergehenden  Anspr iche,

bei dem die Filterpartikel mt Ag gebildet sind und einen
dgp-Wert, in gq genmessen, von wenigstens 1 nm bis hochstens
200 nm aufweisen, wobei das Filtermttel (3)

el ekt romagneti sche Strahlung im Wellenbereich von zum ndest
430 nm bis hochstens 490 nm starker streut und/oder

absorbiert als einen davon verschi edenen Wl I enl d&ngenbereich.

11. Blinklicht (200), mt

- zum ndest ei nem optoel ektroni schen Baut ei | (100) nach einem
der vorhergehenden Anspriche, und

- zum ndest einer Projektionsflache (201), auf welche die aus
dem opt oel ekt roni schen Baut ei | (100) ausgekoppelte

el ekt romagneti sche Strahlung trifft.
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